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１．概要（Summary） 
 MOSFETにおいて、ゲート絶縁膜はその性能を大きく左

右するものであり、特にリーク電流の低減と絶縁破壊耐圧

の改善は必要不可欠となっている。 従来の ALD 法で作

製した Al2O3 膜ではゲート絶縁膜としての性能が不十分

である。 

このゲート絶縁膜の特性を少しでも向上させる方法に

ついて相談した。議論の結果、アニールによる方法、特に

雰囲気を制御したアニールによる方法を提案され、今後

これを試す。 
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